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Romain WACQUEZ

Transistor MOS à double grille

Opération Mémoire : Mémoires Innovantes sur silicium

Technologie existante (STMicroelectronic) : Le transistor à grille enrobante.
Définir et réaliser sur silicium, une intégration permettant de contacter 

indépendamment la grille supérieure et la grille inférieure.
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Dispositifs  mémoires
Réalisation de mémoires volatiles et non-volatiles à partir de ces transistors IDG.

Co-existence de circuits logiques et de mémoires sur la même puce.


